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【はじめに】 

前回、マグネトロンスパッタリング法によ

り、Al2O3基板上に成長した Ga ドープ ZnO

層の表面形態において、六角錐状の粒子構造

が見られることを報告した。今回は、GaN/ 

Al2O3テンプレート上に基板温度を変化させ

て Ga ドープ ZnO 層を成長し、その諸特性に

ついて検討を行ったので報告する。 

 

【実験方法】 

成長装置にはUHV高周波マグネトロンス

パッタ装置を使用した。基板には GaN/Al2O3

テンプレートを用いた。反応ガスは Ar(6-N)

ガスを、ターゲットには Ga2O3(0.1 mol%)を

含む ZnO 焼結体(4-N)を使用した。成長した

Gaドープ ZnO層は、結晶性をXRDにより、

表面形態を AFM 及び SEM により、電気的

特性を van der pauw 法を用いたホール効果

測定により評価を行った。 

 

【実験結果】 

成長した Ga ドープ ZnO 層の表面 SEM 像

を図 1 に示す。基板温度が 900～940 ℃にお

いて、六角錐状の粒子構造が見られる。基板

温度が 950 ℃では、六角錐状の粒子構造が

見られず荒れていることが解る。また、粒子

密度は基板温度が 940 ℃で最も高いことが

解った。Ga ドープ ZnO 層における抵抗率を

図 2 に示す。基板温度が 930 ℃よりも高く

なると抵抗率が減少することが解った。その

他の結果に関しては、当日報告する予定であ

る。 
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図 1  Ga ドープ ZnO 層の表面 SEM 像 
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図 2  Ga ドープ ZnO 層における抵抗率の 

基板温度依存性 
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